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1. Общие положения

1.1. Цели дисциплины

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний по физическим1.
основам  функционирования  приборов  квантовой  электроники,  оптической  микро-  и
наноэлектроники,  об  их  основных  параметрах  и  характеристиках,  условиях  применения.

приобретение навыков решения типовых задач по расчету параметров перечисленных2.
приборов в приложении к научно-прикладным исследованиям и разработкам.

1.2. Задачи дисциплины

изучение  студентами  знаний  о  физических  процессах,  происходящих  в  квантовых1.
системах в условиях нарушения термодинамического равновесия, полупроводниковом материале
и структурах на его основе, в том числе наноразмерных структурах.

изучение  принципов  работы  современных  приборов  квантовой  электроники,  опто-  и2.
наноэлектроники по генерации, приему и преобразованию оптического излучения.

изучение и освоение студентами современных методов описания и анализа электронных3.
и оптических процессов в полупроводниковых гетероструктурах.

освоение  студентами  подходов  к  решению  типовых  задач  по  расчету  параметров4.
приборов квантовой электроники и оптоэлектроники.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок дисциплин: Б1. Дисциплины (модули).
Часть блока дисциплин: Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Модуль дисциплин: Модуль направленности (профиля) (major).
Индекс дисциплины: Б1.В.01.01.04.
Реализуется  с  применением  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных

технологий.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
индикаторами достижения компетенций

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компетенций  в
соответствии с ФГОС ВО и основной образовательной программой (таблица 3.1):

Таблица 3.1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Компетенция Индикаторы достижения компетенции

Универсальные компетенции
- -

Общепрофессиональные компетенции
- -

Профессиональные компетенции
ПКР-7. Способен
разрабатывать
технологическую
документацию на
проектируемые
устройства, приборы и
системы электронной
техники

ПКР-7.1. Знает методы отработки и внедрения новых материалов,
технологических процессов и оборудования производства изделий
микроэлектроники.

ПКР-7.2. Умеет разрабатывать технологическую документацию на
проектируемые устройства, приборы и системы электронной техники.

ПКР-7.3. Владеет навыками организации проведения работ по
подготовке производства.
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ПКР-10. Готов
формулировать цели и
задачи научных
исследований в
соответствии с
тенденциями и
перспективами
развития электроники и
наноэлектроники, а
также смежных
областей науки и
техники, способностью
обоснованно выбирать
теоретические и
экспериментальные
методы и средства
решения
сформулированных
задач

ПКР-10.1. Знает принципы построения и функционирования изделий
микро- и наноэлектроники.

ПКР-10.2. Умеет рассчитывать предельно допустимые и предельные
режимы работы изделий микро- и наноэлектроники.

ПКР-10.3. Владеет навыками выбора теоретических и
экспериментальных методов исследования изделий микро- и
наноэлектроники.

ПКР-13. Способен к
организации и
проведению
экспериментальных
исследований с
применением
современных средств и
методов

ПКР-13.1. Знает способы организации и проведения экспериментальных
исследований.

ПКР-13.2. Умеет самостоятельно проводить экспериментальные
исследования.

ПКР-13.3. Владеет навыками проведения исследования с применением
современных средств и методов.

4. Названия разделов (тем) дисциплины

Названия разделов (тем) дисциплины
2 семестр

1 История развития оптоэлектроники
2 Основные понятия физики наносистем
3 Физика систем пониженной размерности
4 Наноструктуры и сверхрешетки
5 Процессы переноса заряда в наноструктурах в электрическом поле
6 Оптические свойства наноразмерных гетероструктур
7 Электрооптические эффекты для управления оптическим излучением


